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あることが本研究で初めて示された。準安定相である平面四配位 RENiO2は RENiO3 薄膜を
水素ガスや各種金属水素化物を用いた低温還元によって作製された。 





























試料を作製することは簡単ではない。本研究では簡便な MOD 法を用いて高品位 RENiO3
薄膜を成長し、さらに、それを前駆体として無限層構造 RENiO2を合成した。トポタクテ
ィック還元条件の最適化により、RENiO2の金属伝導が初めて明らかになった。この結果は、
RENiO2の基底状態はモット絶縁体ではなく、バンド金属であることを示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
